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ZnSnAs2は InP(001)基板に擬似格子整合し、Mn を添加することで室温強磁性を示すことから 

半導体スピントロニクスへの応用が期待される[1]。しかしながら、これまで室温強磁性の起

源については十分明らかにされていない。本研究では、蛍光 X 線ホログラフィー法(XFH)[2]

を用いて、その Mn 原子局所構造の解析を試みた。XFH 測定に用いたビームラインは SPring-8

の BL39XU である.測定試料である ZnSnAs2:Mn 薄膜は、分子線エピタキシーにより半絶縁性

InP(001)基板上に 500 nm 成長させた.これまでに半絶縁性 InP(001)基板上の ZnSnAs2薄膜にお

いて、スファレライト構造が支配的であることが明らかになっている[3]。Fig. 1(a)は ZnSnAs2

および ZnSnAs2:Mn 薄膜の原子像強度と中心原子からの距離の関係である.強度は同様の波長

の二量体シミュレーションで求めた強度で規格化した.カチオンサイトの強度は ZnSnAs2では

概ね中心からの距離が離れるに強度が低下していくのに対して ZnSnAs2:Mn では強度の増減

が確認された。ZnSnAs2:Mn 薄膜のアニオンサイトでは 6Å を超えたあたりで原子像強度がほ

とんど確認できない。このことは As 原子の非常に大きなゆらぎを示唆している[4-5] 。Fig. 

1(b)は原子再生像より推定される第二近接 Mn 原子を含む四面体構造である。X 線吸収微細構

造では最近接原子間の距離が主な解析領域であるが、この XFH 顕微鏡により単位格子オーダ

ーで局所構造を視覚的に観測することができ、この結果を強磁性発現の理論的研究に結び付

けることができる。 
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Figure 1 (a) Atomic intensities on the distance from central Mn atom. (b) Estimated tetrahedral 
structure from atomic images which was obtained by XFHM. 
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